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１．研究背景及び目的

酸化亜鉛(ZnO)は資源が豊富で安価であり、ワ

イドバンドギャップ(3.37eV)、発光効率が良いと

いう特徴を持つことから、新たな LEDの材料と

して期待されている。本研究では ZnOを用いて、

作製方法に真空装置が不要なミストCVD法[1]を
採用することで、材料・作製コストともに低価格

な LEDの実現を目指している。

我々のグループでは、ミストを基板面に平行に

流す従来型ミスト CVD装置を改良し、ミストを

基板に対して垂直に供給しながら、基板を高速回

転させる構成の装置を開発している。この装置に

より、2インチのサファイア基板全面にほぼ均一

な膜厚・膜質を有し、高い発光効率が期待される

非極性面(m面)の ZnO単結晶薄膜を形成するこ

とに成功している[2]。
本研究では、通常真空成膜を必要とするバッフ

ァ層作製にミスト CVD法を用いることで、ZnO
薄膜の結晶性を向上させることを目的とする。

２．実験方法

ZnOバッファ層(ZnO-BL)及び ZnO薄膜の成膜

をミスト CVD法にて行った。初めに従来型のミ

ストを基板面に平行に流す方式で、m面サファイ

ア基板上に ZnO-BLを形成させた。使用溶液は

0.1mol/Lの酢酸亜鉛(Zn(CH3COOH)2)水溶液で、

成膜時間は 30min、キャリアガスに流量 10L/min
の窒素(N2)を用い、成膜温度は 325℃~500℃とし

た。次に、基板を高速回転させる方式で ZnO薄

膜を ZnO-BL上にさせた。使用溶液は 0.1mol/L
の塩化亜鉛(ZnCl2)水溶液で、成膜時間は 30min、
キャリアガスに流量 5L/minの窒素(N2)を用い、

成膜温度は 725℃とした。

３．実験結果及び考察

図 1に今回作製したサンプルの概略図を示す。

ZnO-BLの成膜温度が 350℃~450℃の時、粒径

30nm程度の微結晶が密に形成されていることが

確認された。これは、Zn(CH3COOH)2水溶液中の

炭素(C)が、結晶成長における原子の拡散を抑制

したためと考えられる。これらの ZnO-BL 上に形

成した m面 ZnO薄膜では、透明な薄膜が得られ

表面の平坦性も高い結果となった。図 2に m面

図 1 : ZnOバッファ層上 ZnO薄膜

図 2 : (a)(b)ZnO薄膜のωロッキングカーブ

(c)(d)ωロッキングカーブの半値幅

ZnO薄膜のωロッキングカーブとその半値幅を

示す。ZnO-BLを導入することで ZnO薄膜の半値

幅は ZnOの a軸方向で約 40%、c軸方向で約 80%
減少しており、結晶性の向上が見られた。この結

果より、特に格子不整合率が大きい ZnOの c軸
方向でバッファ層が効果的に寄与し、結晶性の向

上に繋がったと考えられる。

４．まとめ

今回、成膜の過程で真空環境を用いないミスト

CVD法にて、ZnOバッファ層及び m面 ZnO薄膜

を形成した。その結果、ZnO-BL上の ZnO薄膜に

て半値幅が大幅に減少し、結晶性の向上に顕著な

面内異方性が観測された。
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